
cuyo privüegio se so!!ctta pora todo e! territorio naciona!, a favor de! Patronato de !ñves 
tigación Científica y Técnica "Juan de !a Cierva" de! Consejo Superior de investigaciones 
Científicas, con domicÜio en CaÜe de Serrano, 150 Madrid, (inventores: D. Enrique Do 
minguez Ferrari, D. Emi!io Lora-Tamayoy D. Cristoba! S. Martín Pérez), por un "FOTO 
DiODO M!S Y PROCED!M!ENTO PARA SU FABRiCACiON", segón !a siguiente

MEMOR!A DE$CR!PT!VA

Esta invención se refiere a !a preparación, por primera vez, de un fotodio- 
do de Si -  CrgOg -  Meta! (A! o Au) mediante deposición de pe!ícu!as detgadas en vacío y 
tratamientos térmicos.

E! dispositivo a! que se refiere nuestra invención puede ser muy úti! en e! 
sector MÜitar, Medicina, Automática, informática, Contaminación y afines ya que per-5
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m!te [a transducción de una seña! luminosa en una seña! e!éctr!ca cuya mayor sensibÜidad 
de respuesta se encuentra en e! visibte en !a !ong!tud de onda 7600 A correspondiente a! 
intervato de! ro}o.
' Con respecto a otros fotodiodos existentes se puede hacer notar que e! proce

dimiento de fabricación es más económico que e! de !os fotodiodos de unión P-n por reque 
rir éstos difusiones y tratamientos térmicos a a!tas y muy contro!adas temperaturas. 
Descripción de! dispositivo

Se trata de una estructura Meta!-ais!ante-Semiconductor (M!S) en donde e!
semiconductor consiste en SÜicip monocristaÜno impurificado con elementos de! grupo V

16 3de! sistema periódico en una concentración de 10 at/cm  . E! ais!ante no utilizado has­
ta !a fecha en ninguna estructura M!S consiste en una pe!ícu!a de óxido crómico Cr^O 
de espesor típico 30 A y en ninguna forma superior a 100 A. E! meta! consiste en una 
peücu!a de!gada de Atuminio u Oro cuyo espesor es superior a 250 A e inferior a 500 A 
con e! fin de que se comporte como una lámina metáÜca y sin embargo transparente para 
!a mayor parte de !a zona correspondiente a! espectro de! ro}o.
Descripción de! método de preparación de! dispositivo

Se parte de ob!eas de SÜicio tipo N de 250/K- de espesor, con una resistivi­
dad de 1 ^ /c m  y un diámetro de 2 ,5  -  9 cm, puiidas mecánica y químicamente con -  
una p!aneidad inferior a 2 A esta ob!ea se !e somete a! proceso de ümpieza siguiente 

HgO D!, FH, HgO D!, NO^H +  H^SO^, FH, H^O D!, H^O D! caüente, 
HgO D! caüente, secado con N^.

Sobre esta ob!ea !impia se deposita por evaporación térmica una capa de -  
o o80 A de cromo a una vetocidad de 5 A/seg. E! evaporador consiste en una naveciüa de -  

tungsteno que se ha sometido a un tratamiento de Ümpieza (tr!c!oro, acetona, agua desio 
nizada) cargada con virutas de Cromo de pureza 99,999.

Una vez reaÜzada esta operación se somete !a ob!ea a una oxidación térmi­
ca en un horno a 450-C en corriente de oxígeno durante unos 20 minutos para formar e! 
óxido de cromo (Cr^O^). Después se deposita por evaporación térmica c!ásica una capa 
de 1 de! meta! considerado, Au o A! sobre !a ob!ea. A !a estructura asi obtenida se !a 
somete a un proceso norma! de fotoÜtografía afin de abrir motivos circutares de 1 mm, de 
diámetro en !a capa de! meta! depositado. Después se vuelve a depositar por evaporación 
térmica !a pe!ícu!a fina de!.mismo meta!.



Por u!t!mo se procede a! corte y encapsu!ado de estos e!ementos, sotdándo- 
se contactos a !a parte posterior de! e!emento (Si) y otro a !a parte superior de! meta! grue 
so.

En !a figura ! se describe e! dispositivo, donde:
A -  SÜiciomonocristaÜno impurificado 

' B -  Oxido de Cromo (aisiante)
C -  Etectrodo superior de !a estructura M!S, en A! o Au, con dos espe 

sores, uno de!gado ("transparente") y otro grueso (zona de contac 
to).

En !a figura 2 se describe !a curva espectro! de! dispositivo con un máximo
en 7600 A.

En !a figura 3 hemos representado !as curvas !-V  de! dispositivo para e! ca­
so de !a oscuridad y una Üuminación de 15.500 !ux.

R E ! V ! N D ! C A C ! O N E S

Se reivindica como de nueva y propia invención !a propiedad y exp!otación
exc!usiva de:

1) "FOTODtODO M!S Y PROCED!M!ENTO PARA SU FABR!CAC!ON", ca­
racterizado porque e! dispositivo semiconductor de tipo fotodiodo está reaüzado con una 
estructura meta!-bx!do de cromo-süicio.

2) "FOTODtODO M!S Y PROCED!M!ENTO PARA SU FABR!CAC!ON", se­
gún reivindicación 1, y caracterizado porque e! dispositivo tiene !a siguiente estructura:
1-) una base de siücio monocristaÜno impurificado con e!ementos de! grupo V de! sistema

16 3periódico, en una concentración de 10 at/cm de un espesor aproximado de 2 5 0 /4 ',una
resistividad de 1 ^-/cm  y un diámetro que varia entre 2 ,5  y 9 cm, pu!ida mecánica y -
químicamente y con una ptaneidad inferior a 2 ; 23) una capa de óxido crómico de es-c o 'pesor comprendido entre 30 A y 100 A; 3S) una capa de meta! que puede ser oro o a!umi-

O 4nio, de espesor comprendido entre 250 A y 500 A.
3) "FOTODtODO M!S Y PROCED!M!ENTO PARA SU FABRICACION", se 

gón reivindicaciones 1 y 2, y caracterizado porque e! dispositivo se obtiene sometiendo



!a ob!ea de süicio de !as caracteristicas descritas en !a reivindicación 1, a un proceso de 
¡impieza con disolventes orgánicos e inorgánicos apropiados, secándota fina¡mente con co 
rriente de nitrógeno. A continuación, por evaporación térmica, se deposita sobre esta -

a ooblea una capa de cromo de 80 A de espesor aproximadamente, a una ve!oc!dad de 5 A/sg, 
sometiéndose seguidamente a oxidación en un horno a 4502, con corriente de oxígeno, -  
durante un tiempo superior a 15 minutos. A continuación se deposita sobre ¡a oblea, por 
evaporación térmica, una capa de Aluminio u Oro, de de espesor; sometiéndose e¡ 
con¡unto a un proceso de fotolitografía, y se vuetve a depositar por evaporación térmica, 
otra pe!ícu!a fina de] mismo meta!, de espesor ta¡ que pueda considerarse transparente. Fi 
na ¡mente se procede a¡ corte y encapsu!ado de estos elementos, so!dándose después un con 
tacto en ¡a parte posterior de! dispositivo (süicio) y otro en !a superior (oro o a!um!nio).

4) "FOTOD!ODOM!S Y PROCEDIMIENTO PARA SU FABR!CAC!ON", ta! 
y como se describe en e! cuerpo de esta memoria y reivindicaciones que consta de 4 pági­
nas escritas por una cara y tres dibujos.

Madrid, !9 de Octubre de 1.975



Patronato de tnvestigocidn Científico
y Técnico "Juan de !a Cierva" Hoja t

Escoto variabte

Madrid  ̂ 8 de Octubre de i . 975



Patronoto de investigación Científicay Técnico "Juan de ia Cierva" Hoja 2
Tr 1

Madrid, ,'8 de Octubre de i . 975



l(A
mp

.)

Patronato de investigactón Científica
y Técnico "Juan de ia Cierva" Hoja 3

Madrid, b de Octubre de ¡.973


	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



